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Коллоидные частицы на основе оксида железа и диоксида кремния могут быть использованы для контрастирования в ядерной магниторезонансной томографии [1]. Введение магнитного коллоида в кровеносный сосуд способно привести к образованию агрегатов из частиц и формированию тромба, что обусловливает требование к агрегативной устойчивости коллоидного раствора. Процесс агрегации также может быть инициирован воздействием постоянного магнитного поля [1]. В работе [2] авторами на основании данных измерения электрического сопротивления на переменном сигнале было показано, что  снижение сопротивления наблюдается при напряженности магнитного поля от 100 А/м, а величина его изменения пропорционально напряженности магнитного поля. 
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В настоящей работе коллоидные растворы FemOn-SiO2 получали одно- и двухстадийным способами. В первом случае полученные по приведенной в работе [1] реакции частицы оксида железа обрабатывали тетраэтоксисиланом (ТЭОС) для формирования оболочки из кремнезема. В случае двухстадийного процесса сначала из золя ТЭОС заданного состава получали ксерогель SiO2, который диспергировали в водном растворе, содержащем катионы Fe2+ и Fe3+, а затем производили осаждение оксида железа. АСМ-изображения слоев, осажденных из полученных коллоидных растворов, приведены на рис. 1.  Средний размер частиц, рассчитанный по данным АСМ, составил 10…20 нм. Измерение на переменном сигнале показало снижение сопротивления раствора на 3% при воздействии постоянного магнитного поля напряженностью 500 А/м, что может быть обусловлено формированием протяженных агрегатов из частиц в направлении градиента магнитного поля [1,2]. 
Работа частично поддержана грантом РФФИ, проект № 14-03-31534.
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Рис. 1. АСМ-изображение слоя, осажденного из раствора FemOn-SiO2, полученного одно- (а) и двухстадийным способом (б)
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